
 

Fig. 2. (a) Transfer Characteristics of HSLC-Si TFTs 

with different orientation of surface direction and (b) 

GBs map and IPF maps of channel Si regions. 
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序＞これまで我々は、石英基板上アモルファスシリコン(a-Si)膜へのマイクロ熱プラズマジェット
(-TPJ)照射により、横方向へ長距離結晶成長する高速横方向結晶化(HSLC)の誘起を報告した[1]。本研
究では、HSLC-Si膜をチャネルに用いた薄膜トランジスタ(TFT)を作製し、チャネル結晶状態と電気特
性について詳しく調査した。 

実験＞N 型トップゲート TFT を以下のプロセスにより作製した。石英基板上に PECVD 法により a-Si

膜を 50 nm堆積後、450 
○
Cで 1 hの脱水素処理を行った。ドライエッチングによりチャネル領域を形成

後、大気圧下において Arガス流量 3.7 L/min、投入電力 1.5 kW、噴出孔径 600 mより発生した-TPJ

の前面 1.5 mmにおいて、走査方向に一様な結晶成長を誘起するため a-Si膜上に Siスリットマスクを
配置した基板を速度(v)1500 ~ 2500 mm/sで掃引することで結晶化を行った[2]。イオン注入によりソー
ス及びドレイン領域を形成後、ゲート SiO2膜を堆積し-TPJ 照射により活性化を行った。Al電極を形
成後、高圧水蒸気熱処理を施した。プロセス最高温度は 450 

○
Cである。I-V測定後、電極及び絶縁膜を

除去し、SEM及び EBSD法によりチャネル領域の結晶状態を観察した。 

結果及び考察＞Fig. 1 に TFTの(a)伝達特性と各 TFTチャネル領域の(b)結晶粒界(GBs)及び IPFマップ
を示す(ND:表面、RD:ソース→ドレイン方向)。結晶面方位の特性依存性を排除するため、ND及び RD

の面方位が 5 
○以内の TFT を選択し比較した。チャネル領域の GBs マップにおいて、TFT-1 は3CSL

粒界及び大傾角粒界が複数観察されるが、TFT-2は3CSL粒界による 3つの結晶、TFT-3は単結晶であ
った。チャネル領域形成後に Siスリットマス
クを用いた-TPJ 結晶化により、チャネル領
域内で一方向への結晶成長が誘起されること
でTFT-3の様な単結晶 Si TFTの作製に成功し
たと言える。この時、伝達特性及び TFT特性
を比較すると GBs 減少により電界効果移動
度(FE)は顕著に増大したが、TFT-2 と 3 では
同じFE を示した。これは3CSL 粒界が電気
的に不活性であることに起因する[3]と考え
られるが、S 値においては顕著な差が認めら
れることから3CSL 粒界による閾値下特性
の劣化が示唆される。次に NDにおける結晶
面方位の TFT 特性への影響を調査するため、
単結晶により形成された RD(110)の TFTを比
較した(Fig. 2)。ND(111)→(223)→(113)の順に
FEは増加し、(113)においてFE = 364 cm

2
/Vs

に達した。この傾向は、N型単結晶MOSFET

において報告されている面方位依存性と同じ
挙動を示した[4]。 

結論＞HSLC-Si TFTにおいてGBsの減少に伴
う特性の向上が認められ、ND 面方位依存性
が観察された。 
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Fig. 1. (a) Transfer Characteristics of HSLC-Si TFTs 

with different GBs conditions and (b) GBs map and IPF 

maps of channel Si regions. 
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